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Abstract of EP0658903 

A plurality of identical circuit blocks (PG0-PG15) 
is supplied with address signals (A0-A3,A0N- 
A3N) and each one generating a respective 
selection signal (P0-P15) which is activated by a 
particular logic configuration of said address 
signals (A0-A3,A0N-A3N) for the selection of a 
particular row (WL0-WL15) of the matrix; each 
one of said circuit blocks (PG0-PG15) also 
generates a carry-out signal (C00-C015) which is 
supplied to a carry-in input (CI0-CI15) of a 
following circuit block (PG0-PG15) and is 
activated when the respective selection signal 
(P0-P15) is activated; a first circuit block (PGO) of 
said plurality of circuit blocks (PG0-PG15) has 
the respective carry-in input (CIO) connected to a 
reference voltage (GND); each of said circuit 
blocks (PG0-PG15) is also supplied with a control 
signal (E), which is activated by a control circuitry 
(6) of the memory device when, during a 
preprogramming operation preceding an 
electrical erasure of the memory device, a 
defective row (WL0-WL15) is addressed, to 
enable the activation of the respective selection 
signal (P0-P15) if the carry-out (C00-C014) signal 
supplying the respective carry-in input (CM -C1 15) 
is activated, so that two adjacent rows (WLO- 
WL15) can be simultaneously selected. 
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Die vortiegende Erfindung betrifft eine DoppQi-Zeilenadressen-Decodierungs- und 
Auswahlschaltung fur eine elektrisch loschbare und programmierbare nichtflQchtige 
Speichervorrichtung mit Redundanz. insbesondere fur Flash-EEPROM- 
Vorrichtungen. 

Bei der Herstellung von Halbleiterspeichern trifft nnan haufig auf Defekte, die eine 
begrenzte Anzahl von Speicherelementen in der^peichermatrix befallen. Der Grund 
for die hohe Wahrscheinlichkeit von Defekten dieses Typs besteht darin, da& in einer 
Halbleiterspeichervorrichtung der groSte Teil des Chipbereichs durch die Speicher- 
matrix besetzt ist; daruber hinaus ist es in der Speichermatrix und nicht in der peri- 
pheren Schaltung. daR die Eigenschaften des Herstellungsprozesses normalerweise 
bis zu Grenzen getrieben werden. 

Zum Vernneiden, daB das Vorhandensein einer besclirankten Anzahl defekter Spei- 
cherelemehte unter vielen Millbnen das Wegewerfen des gesamten Chips erzwingt. 
und daher zuni Erhdhen der Ergiebigkeit des Herstellungsprozesses, ist die Technik 
zum Sorgen fur die Herstellung einer gewissen Anzahl zusatzlicher Speicherelemen- 
te bekannt, die gemeinhin "Redundanz-Speicherelemente" genannt werden und die 
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ats Ersatz fur diejenigen Elemente zu verwenden sind, die sich wahrend eines Te- 
stens der Spelchervorrichtung als defekt erweis^n; die Auswahlschaltungen. mit wel- 
chen das integrierte Bauelement notwendigerweise versehen sein mud, und die den 
oben angegebenen funktionellen Ersatz eines defekten Speichereiements durch ein 
Redundanz-Speicherelement zulassen, sind als Ganzes mit dem Namen "Redun- 
danzschaltung" bezeichnet. wahrend die Gruppe aus Reduhdanz- 
Speicherelementen und -Schaltung kurz als "Redundanz" definiert ist. 

Die Redundanzschaltung weist programmierbare nichtfluchtige Sp^icherregister auf, 
die geeignet sind, jene Adressenkonfigurationen entsprechend den defekten Spei- 
cherelementen zu speichern: solche Register werden einmal und insgesamt wah- 
rend des Testens der Spelchervorrichtung programmiert und mussen die darin ge- 
speicherten Informationen selbst bei Abwesenheit der Leistungsversorgung halten. 

Bei praktischen Implementierungen einer Redundanz sind sowohl Zeilen* 
fWortleitungen") als auch Spalten ("Bitleitungen") von Redundanz- 
Speicherelementen in der Speichermatrix vorgesehen; jede Redundanz-Wortleitung 
Oder -Bitleitung ist einem jeweiligen nichtflQchtigen Speicherregister zugeordnet, wo- 
bei die Adresse einer defekten Wortleitung od^r einer defekten Bitleitung so gespei- 
chert wird, dali, wann immer die defekte Wortleitung oder die defekte Bitleitung 
adressiert wird, die entsprechende Redundanz-Wortleitung oder Redundanz- 
Bitleitung ausgewahit wird. 

Insoweit es die Matrix-Wortleitungen betrifft. ist es erkannt worden, daS der hauftgste 
Defekt in Kurzschlussen zwischen benachbarterKWortleitungen besteht: diese Situa- 
tion wird auf einfache Weise wahrend eines Testens erfaBt, weil dann, wenn die 
Auswahl von einer von zwei kurzgeschlossenen Wortleitungen versucht wird, das 
Potential einer solchen Wortleitung sich nicht auf den bestimmten Wert erhohen 
kann, wahrend sie durch den KurzschluQ mit dem Potential der benachbarten nicht 
ausgewahlten Wortleitung verbunden ist. Wenn wahrend eines Testens einer Matrix- 
Wortleitung gefunden wird. daS sie mit einer benachbarten kurzgeschlossen ist, 
mussen beide der zwei defekten Matrix-Wortleitungen durch zwei Redundanz- 
Wortleitungen ersetzt werden; von da an werden die zwei defekten Matrix- 
Wortieitungen nie mehr ausgewahit, und zwar weder wahrend eines Programmie- 
rens noch wahrend eines Lesens. 



Die Implementierung einer Wortleitungs-Redundanz in elektrisch loschbaren pro- 
grammieren Flash-ROM-Vorrichtungen (kurz Flash-EEPROMs) eriegt einige Prgble- 
me auf. Flash-EEPROM-Vorrichtungen sind dadurcli gekennzeichnet, dafi sle nicht 
nur elektrisch programmierbar, sondern auch elektrisch loschbar sind; wie EPROM- 
Vorrichtungen werden sie auf einer Pro-Byte-Basis programmiert, was die ausge' 
wahlte Wortleitung auf eine hohe Spannung (typischerweise 12 V) erhoht; ein L6- 
schen ist statt dessen eine Gesamtoperation, die an der gesamten Speichermatrix 
durchgeftihrt wird, oder wenigstens an Sektoren von ihr, und zwar diirch Schalten 
der gemeinsamen Source-Leitung der Speichermatrix zur hohen Spannung. wSh- 
rend alle Wortleitungen auf Erdpotential gehalten werden. Zum Verhindern, da& 
Speicherelemente, die bereits im nicht programrnierten Zustand sind, Qberioscht 

I 

werden, mit der unannehmbaren Folge eines Erhaltens von Speicherelementen mit 
negativen Schwellenspannungen nach dem Loschen, ist es notig, einen vorlaufigen 
Programmierschritt bei alien Speicherelementen in der Speichermatrix auszufOhren, 
Oder in dem Matrixsektor, der zu laschen ist; Auf diese Weise werden alle Speicher- 
elemente In einen gemeinsamen Startzustand versetzt, so daB alle Speicherelemen- 
te nach einem Loschen nahezu dieselbe Schwellenspannung haben. Ein solches 
voriaufiges Programmieren wird 'Vor-Programmieren" oder 'Vor-Konditlonieren" ge- 
nannt 

■I 

Ein Vor-Programmieren wird ahnlich zu einem normalen Programmieren auf einer 
Pro-Byte-Basis durchgefOhrt, und zwar unter einem sequentiellen Adriessieren der 
Wortleitungen der Speichermatrix. Dies Impliziert, daG dann, wenn defekte Wortlei- 
tungen, die durch Redundanz-Wcrtleitungen ersetzt worden sind, existieren, da 
dann, wenn solche defekten Wortleitungen adressiert werden. die Redundanzschal- 
tung ein Deselektionssignal erzeugt. das verhindert. daK die defekten Wortleitungen 
ausgewahit werden, die mit ihnen verbundenen Speicherelemente niemals vor- 
programmiert werden kSnnen. Andererseits werden deshalb, weil ein Loschen nicht 
die Auswahl der Wortleitungen erfordert, mit defekten Wortleitungen verbundene 
Speicherelemente einem Loschen unterzogen. Dies bedeutet, daG. dann, wenn der 
herkemmliche Ansatz der Wortleitungs-Redundanz bei einer Flash-EEPROM- 
Vorrichtung verwendet wird. die mit defekten Wortleitungen verbundenen Speichere- 
lemente dazu bestimmt sind, mehr und mehr negative Schwellenspannungen zu be- 
kommen. 



Zum Oberwinden eines solchen Problems sorgt der bei Flash-EEPROMs verwendete 
Ansatz der Wortleitungs-Redundanz fOr die Verhinderung des Desetektionssignals 
fQr eine defekte Wortieitung, das durch die Redundanzschaltung erzeugt wird. wenn 
wahrend eines Vor-Programmierens eine defekte Wortieitung adressiert wird: auf 
diese Weise konnen dann, wenn wahrend eines Vor-Programmierens eine defekte 
Wortieitung adressiert wird, die mit ihr verbundenen Speicherelemente effektiv pro- 
grammiert werden. 

* ♦ ' 

Dies erfordert jedoch nicht nur. daB die aktuell adressierte defekte VVortleitung effek- 
tiv ausgewahit wird, sondern auch die Auswahi einer benachbarten Wortieitung: da. 
es in der Tat angenommen wird, da& die defekte Wortieitung mit einer benachbarten 
Wortieitung kurzgeschlossen ist, wenn die benachbarte Wortieitung nicht ausgewahit 
1st und ihr Potential auf Erdpotential gehalten ist, kann sich das Potential der adres- 
sierten defekten Wortieitung nicht auf den bestimmten Wert erhdhen, der fOr das 
Prpgrammieren der Speicherelemente notig ist (12 V): anders ausgedruckt mOssen 
zwei benachbarte Wortleitungen, die miteinander kurzgeschlossen sind, wahrend 
eines Vor-Programmierens glelchzeitig ausgewahit sein. 

Dies Erfordernis ist verantwortlich fur eine signifikante Erhohung der Komplexitat der 

*» - ■ ■ ■ ■ 

Wortleitungs-Adressendecodierungs- und -Auswahlschaltung, was ein Erhdhen der 
gesamten Chipgrd&e bedeutet. 

Angesichts des beschriebenen Standes der Technik ist es die Aufgabe der vorlie- 
genden Erfindung, eine Zeilenadressen-Decodierungs- und -Auswahlschaltung zu 
realisieren, die die gieichzeitige Auswahi 2:weier benachbarter defekter Wortleitungen 
wahrend der Vor-Programmierungsphase zulaSt, und zwar mit dem minimalen Erho- 
hen der gesamten ChipgroBe. 

GemaB der vorliegenden Erfindung wird eine solche Aufgabe mittels einer Zeilena- 
dressen-Decodierungs- und -Auswahlschaltung fur eine elektrisch Idschbare und 
programmierbare nichtfluchtige Speichen^orrichtung mit Redundanz gelost, die eine 
Matrix aus Speicherelementen aufweist, die an der Schnittstetle von Spalten und 
Zeilen der Matrix angeordnet sind, wobei die Schaltung folgendes aufweist: eine 
Vielzahl identischer Schaltungsbldcke, denen Adressensignale zugefuhrt werden, 
und von denen jeder ein jeweiliges Auswahlsignal erzeugt das durch eine bestimrnte 
logische Konfiguration der Adressensignale fur die Auswahi einer bestimmten Zeile 



der Matrix aktiviert wird, dadurch gekennzelchnet. daQ jeder der Schaltungsblocke 
auch ein Gbertragsausgabeslgnal erzeugt, das einem Obertragselngabeeingang e|- 
nes folgenden Schaltungsblocks zugefuhrt wird und dann aktiviert wird, wenn das 
jeweilige Auswahlsignal aktiviert wird, wobel ein erster Schaltungsblpck der Vielzahi 
von Schaltungsblocken den jeweiligen Obertragseingabeeingang mit einer Referenz- 
spannung verbunden hat. wobei jedem der Schaltungsbldcke auch ein Steuersignal 
zugefiihrt wird, das durch eine Steuerschaltung der Speichervomchtung aktiviert 
wird, wenn wahrend einer Vor-Programmierungsoperation, die einem elektrischen 
Loschen der Speichervorrichtung vorangeht, eine defekte Zeile adressiert wird, urn 
die Aktivierung des folgenden Schaltungsblocks zu emieglichen, wenn sein Ober- 
tragseingabeeingang aktiviert ist, so da& zwei benachbarte Zeilen gletchzeitig aus- 
gewahlt werden. . 

I 

r 

Die Zeilenadressen-Decodierungs- und -Auswahlschaltung gemSB der vortiegenden 
Erfindung IS&t die gleichzeitige Auswahl zweier benachbarter defekter Zeilen 
(Wortleitungen) wahrend der Vor-Programmierungsphase zu. Weiterhin Ist sie des- 
halb, well sie aus einer Vielzahi identischer Schaltungsblocke ausgebildet ist, sehr 
einfach. und sie kann physikaliscl;) mit einem kompakten Layout reah'siert werden. 
Die ChipgrfiBe wird daher reduziert. 

Gemaa einem bevorzugten AusfQhrungsbeispiel der Erfindung sind die Zeilen in der 
Matrix in Paketen miteinander gruppiert, die Vielzahi von Schaltungsbl6cken stellt 
eine Decodierungs- und Auswahlschaltung eines ersten Pegels dar, der Zeilena- 
dressenslgnale eines ersten Pegels zugefGhrt werden und die eine Auswahleinrich- 
tung des ersten Pegels fOr die Auswahl einer bestimmten Zeile innerhalb jedes Pa- 
kets antreibt, und die Doppel-Zeilenadressen-Decodierungs- und -Auswahlschaltung 
weist weiterhin eine Decodierungs- und Auswahlschaltung eines zweiten Pegels auf, 
der Zeilenadressensignale eines zweiten Pegels zugefuhrt werden und die Aus- 
wahlsignale eines zweiten Pegels fOr die Auswahl eines bestimmten Pakets von 
Zeilen erzeugt. 

« 

Die Mericmale der vortiegenden Erfindung werden durch die folgende detaillierte Be- 
schreibung ihres bevorzugten AusfQhrungsbeispiels klarer, das als nicht beschrSn- 
kendes Beispiel in den beigefugten Zeichnungen dargestellt ist. wobei: 
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Fig. 1 ein elektrisches schematisches Diagramm eines Teils einer Matrix von 

Speicherelementen einer elektrisch ioschbaren und programmierbaren 
Halbleiterspeichervonichtung ist; 

m 

Fig. 2 ein schematisches Blockdiagramm einer Doppei-Zeilenadressen- 

Decodierungs- und -Auswahlschaltung gemsiQ dem bevorzugten Aus- 
fiihrungsbeispiel der Erftndung ist; 

• * * ■ 

Fig. 3 ein elektrisches schematisches Diagramm eines Blocks der Schaitung 

der Fig. 2 ist 

Wie es in Fig. 1 gezeigt ist. weist eine elektrisch loschbare und programmierbare 
Halbleiterspeichervorrichtung, beispielsweise vom Flash-EEPROM-Typ, eine Viel- 
zahl von Speicherelementen TF auf. die durch MOS-Transistoren mit gestapeltem 
Gate mit einem Steuer-Gate und einem schwebenden Gate dargestellt sind, die an 
der Schnittstelle von Spalten oder Bitieitungen BLO. BL1, etc. mit Zeilen Oder Wortlei* 
tungen WL0-WL15 angeordnet sind, um eine Matrix aus Speicherelementen TF aus- 
zubilden. Jedes einzelne der Speicherelemente TF ist durch seinen Drain mit einer 
jewetligen Bitleitung BLO, BL1, etc. verbunden, und durch sein Steuer-Gate mit einer 
jeweiligen Wortleitung WL0-WL15. Die Source-Anschlusse alter Speicherelemente. 
TF sind an eine gehneinsame. Source-Leitung 2 angeschiossen. 

Eine an sich bekannte Zeilenadressen-Decodierungs- und -Auswahlarchitektur, v^ie 
sie in Fig. 1 gezeigt ist, so'rgt fur das Vorhandensein von Gruppen oder "Paketen" 
WLP0-WLP15 einer glelchen Anzahi von Zeilen- (im folgenden "Wortleitungen" ge- 
nannt), vy/obei es bei dem gezeigten Beispiei sechzehn Pakete WLP0-WLP15 aus 
jeweils sechzehn Wortleitungen WL0-WL15 fur insgesamt 256 Wortleitungen gibt. 
Jede Wortleitung WL0-WL15 in jedem Paket WLP0-WLP15 ist an einem Ende mit 
einem Treiberinverter 1 verbunden. 

Auswahlsignale eines zweiten Pegels LO-LIS lassen die Auswahl eines Pakets unter 
alien Paketen WLP0-WLP15 zu; solche Signale L0-L15 werden durch eine an sich 
bekannte Zeilenadressen-Decodierungs- und -Auswahlschaltung eines zweiten Pe-- 
geis 8 (Fig. 2) erzeugt, der eine erste Untergruppe der gesamten Gruppe von Adres- 
sensignale zugefuhrt wird. die in der Zeichnung durch den Adressenbus ADD dar- 
gestellt sind; bei dem gezeigten Beispiei sind vier Adre&sensignale zum Erzeugen 



der sechzehn Signale L0-L15 notlg. Zum Auswahlen eines gegebenen Paketes 
WLP0-WLP15 von Wortleitungen, laSt uns sagen WLPO. wird das jeweilige Aus- 

wahlsignal des zweiten Pegels LO zum niedrigen Logikpegel getrieben, wahrend alle 
anderen Signale L1-L1 5 hoch gehalten werden. 

Auswahlsignale eines ersten Pegels P0-P15 treiben jeweilige Auswahltransistoren 
TS. die mit dem Eingang der Treiberinverter 1 verbunden sind, und lassen die Aus- 
wahl einer gegebenen Wortleitung unter alien Wortleitungen WL0-WL15 eines gege- 
benen Pakets WLP0-WLP15 zu: wenn beispielsweise die Wortleitung WLO im Paket 
WLPO auszuwahlen ist. wird LO auf niedrig getrieben und wird PO auf hoch getrie- 
ben, so da& eine logische "0" zum Eingang des jeweiligen Treiberinverters 1 zuge- 
fuhrt wird: das Potential der Wortleitung WLO wird somit auf 'den Wert der Span- 
nungsversorgung der Inverter 1 erhoht; diese Spannung kann zwischen der norma- 
len Spannungsversorgung von 5 V (im Lesezustand) und einer hohen Program- 
mierspannung von etwa 12 V (im Programmierzustand) umgeschaltet werden; alle 
anderen Signale P1-P15 werden niedrig gehalten, so da& der jeweilige Auswahl- 
transistor TS im Aus-Zustand gehalten wird; der Eingang der Treiberinverter 1 wird 
daher schwebend gelassen; da jedoch die Treiberinverter 1 mit einem internen PulU 
Up zur Spannungsversorgung der Inverter 1 versehen sind, wird das Potential der 
nicht ausgewahlten Wortleitungen WL1-WL1 5 auf niedrig gehalten. 

Wie es in Fig. 2 gezelgt ist, werden die Auswahlsignale des ersten Pegels Pp-P15 
durch eine Zeilenadressen-Decodierungsschaltung eines ersten Pegels erzeugt. die 
eine Anzahl identischer BIQcke PG0-PG15 aufweist, von welchen jeder ein jeweiliges 
Signal P0-P15 erzeugt. Die Schaltung fOhrt ein Decodieren einer zweiten Untergrup- 
pe der gesamten Gruppe von Adressensignale ADD durch: jedem Block PGp-PG15 
wird eine andere Kombination von Signalen zugefOhrt die vom Adressenbus ADD 
genommen werden, wobei jedes Signal ein Adressensignal A0-A3 oder sein logi- 
sches Komplement A0N-A3N darstellt. Jedem Block PGO-PG 15 wird auch ein Ober- 
tragseingabesignal CI0-CI15 zugefQhrt. das mit einem Obertragsausgabesignal 
CO0-CO15 eines vorangehenden Blocks verbunden ist, oder in dem Fall des ersten 
Blocks PGO mit einer Erdspannungsleitung GND verbunden ist. Das Obertragsaus- 
gabesignal C015 des sechzehnten Blocks PG15 wird statt dessen schwebend ge- 
lassen. Allen Blocken PG0-PG15 wird weiterhin ein gemeinsames Signal E zuge- . 
fOhrt. das durch eine Steuerschaltung 6 aktiviert wird, die intern von der Speicher- 
vomchtung ist, wie es im folgenden erklart wird. 
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Wie es in Fig. 3 gezeigt ist. weist jeder Block PG0-PG15 ein NOR-Gatter rnit vier 

Eingangen 3 auf, dem die jeweilige Kombination von Adressensignalen AO/ A0N-A3. 
A3N zugefQhrt wird; eine Ausgabe des NOR-Gatters 3 bildet sowohl das Obertrags- 
ausgabesignal CO0-CO15 des Blocks als auch eine erste Eingabe eines ODER- 
Gatters mit zwei Eingangen 5, dessen zweiter Eingang durch ein UND-Gatter 4 ver- 
sorgt wird, das einen ersten Eingang hat, dem das Signal E 'zugefOhrt wird, und ei- 
nen zwelten Eingang, dem ein jeweiliges Obertragseingabesignal CI0-CI15 zugefuhrt 
wird; das ODER-Gatter 5 erzeugt eines der Signale P0-P15. 

Die Speichervorrichtung ist auch mit einer Redundanzschaltung 7 (Fig. 2) fur die 
Auswahl von Redundanz-Wortleitungen als Ersatz fur defekte.Wortleitungen verse- 
hen. Die Redundanzschaltung 7 versprgt die Zeilenadressen-Decodierungs-*und - 
Auswahischaltung des zweiten Pegels 8 mit einenri Signal DIS. das dann aktiviert 
wird, wenn die Speichervorrichtung im normalen Lese- oder Programmierzustand 
betrieben wird und eine defekte Wortieitung adressiert ist. Der Redundanzschaltung 
7 wird weiterhtn durch die Steuerschaitung 6 das Signal E zugefuhrt. 

Wenn beispielsweise wahrend eines Testens der Wortieitung WLO des Pakets WLP1 
gefunden wird. daB sie mit der benachbarten Wortieitung WL1 desselben Pakets 
WLP1 kurzgeschlossen ist, werden die zwei Wortleitungen WLO und WL1 des Pa- 
kets WLP1 durch zwei Redundanz-Wortleitungen (nicht gezeigt) ersetzt, wobei die 
Adressenkonfiguration der zwei kurzgeschlossenen Wortleitungen in zwei nichtfiuch- 
tige Speicherregister programmiert wird, die in der Redundanzschaltung 7 enthalten 
sind und zu den zwei Redundanz-Wortleitungen-gehoren. Von da an wird unter der 
Voraussetzung, daS die Speichervorrichtung entweder in normalen Lese- oder Pro- 
grammierzustanden betrieben wird, jeder Versuch zum Adressieren einer der zwei 
kurzgeschlossenen Wortleitungen WLO, WL1 des Pakets WLP1 durch die Redun- 
danzschaltung 7 erkannt; dies wird verhindern, daS die adressierte defekte Wortiei- 
tung ausgewdhit wird, und zwar durch Aktivieren des Signals DIS, das die Zeilena- 
dressen-Decodierungs- und -Auswahischaltung des zweiten Pegels 8 versorgt, urn 
zu verhindern, da(l die Auswahlsignale des zweiten Pegels L0-L15 aktiviert werden, 
und wird statt dessen die Auswahl der entsprechenden Redundanz-Wortleitung er- 
mdg lichen. Auf diese Weise werden Oaten weder von den Speicherelementen TF 
der defekten Wortleitungen WLO, WL1 gelesen, noch in sie programmiert, sondern 



sie werden start dessen von den Speicherelementen TF der entsprechenden Red- 
undariz-Wortleitungen gelesen oder in sie programmiert 

Wenn, im Unterschied dazu, die Speichervorrichtung geldscht werden muQt, mOssen 
alle Speicherelemente TF einschlieSlich der Speicherelemente TF, die zu den defek- 
ten Wortleitungen WLO und WL1 des Pakets WLP1 gehdren, vor-programmiert wer- 
den. Diese Operation kann extern durch eine Mikrosteuerung gesteuert werden. Oder 
intern durch die Steuerschaltung 6 der Speichervorrichtung: im ersten Fall muS die 
Mikrosteuerung die Speichervorrichtung in den Loschmodus versetzen und dann 
sequentiell der Speichervorrichtung alle mbglichen Adressenkonfigurationen zufQh- 
ren; im zweiten Fall muB die Mikrosteuerung nur die Speichervorrichtung in den 
Loschmodus versetzen: die interne Steuerschaltung 6 wird die Vor-Programmie- 
rungsoperation durch internes Erzeugen aller mSglichen Adressenkonfigurationen 
ausfuhren. 

In beiden Fallen halt die interne Steuerschaltung 6, solange nicht defekte Wortlei- 
tungen adressiert werden, das Signal E auf nledrig, so da& In jedem Block PGO- 
PG15 der zweite Eingang des NOR-Gatters 5 auf niedrig gehalten wird, und zwar 
unabhangig v6m logischen Zustand der jeweitigen Obertragseingangssignale CIO- 
CI15; dies veranla&t, dafi nur eines der durch jeden der Blocke PG0-Pg15 erzeugten 
Signale P0-P15 zu einer Zeit aktiviert wird, zu welcher die exakte Konfiguration der 
Adressensignale AO. A0N-A3, A3N zu dem jeweiligen Block zugefuhrt wird. 

Wenn jedoch die erste defektei VVortleitung adressiert wird, und zwar in unserem 
Beispiel WLO In WLP1. wird das Signal E durch^ie Steuerschaltung 6 aktiviert, urn 
zu verhindern, da& das durch die Redundanzschaltung 7 erzeugte Signal DIS akti- 
viert wird: auf diese Welse kann das Auswahlsignal des zweiten Pegels LI auf nied- 
rig getrieben werden. Aufgrund der Aktivieruhg des Signals E h§ngt In jedem Block 
PG0-PG15 der logische Pegel des Signals P0-P15 nicht nur von der aktuell zur 
Speichervorrichtung zugefCihrten Adressenkonfiguration ab, sondern auch vom logi- 
schen Zustand des zum Block zugefQhrten Obertragseingabesignals CI0-CI15, d.h. 
vom logischen Zustand des Obertragsausgabesignals CO0-CO15 des vorangehen- 
den Blocks: in unserem Beispiel gilt dann, wenn das Wortleitungspaket WLP1 
adressiert wird und A0=A1=A2=A3="0" gilt, daQ die Ausgabe COO des NOR-Gatters 
3 im Block PGO eine logische "1" ist, daft PO auf hoch getrieben wird und dazu fiihrt, 
da& die logische "0", die auf L1 vorhanden ist. zum Eingang des Treiberinverters 1 



Qbertragen wird; dies wiederum steiit die hohe Programmierspannung auf der aus- 
gewShlten Wortleltung WLO ein; da das Signal COO auch das Obertragseingabesi- 
gnal CI1 des fdlgenden Blocks PG1 darstellt. urid da das Signal E aktiviert ist, ist der 
Eingang des ODER-Gatters 5 des Blocks PG1 selbst dann eine logiscKe "1", wenh 
die aktuelle Konfiguration der Adressenbits AON, A1-A3 den Ausgang des NOR- 
Gatters 3 von PG1 nicht aktiviert; auf diese Weise wird auch P1 auf hoch getrieben. 
und die defekte Wortleitung WL von WLP1 wird auch an die hohe Program- 
mierspannung angeschlossen. Als Ergebnis veranla&t ein Adressieren der defekten 
Wortleitung WLO in WLP1, dafi die kurzgeschlossene Wortleitung WL1 gletchzeitig 
ausgewahit wird. 

Es soilte beachtet werden, dafi die Doppel-Zeilenadressen-Decodierungs- und Aus- 
wahlschaltung gema& diesem Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung nicht zula&t Spei- 
chervorrichtungs-Chips zu reparieren, in welchen die letzte Wortleitung WL15 In el- 
nem gegebenen Paket WLP0-WLP15 mit der ersten Wortleitung WLO im nachsten. 
benachbarten Paket kurzgeschlossen ist. Dies ist jedoch kein gro&er Nachteil. da die 
Wahrscheinlichkeit, einen KurzschluQ zwischen solchen zwei Wortleitungen zu ha- 
ben. durch das Reziproke der Gesamtanzahl von Wortleitungen in jedem Paket 
WLPp-WLP15 gegeben ist, und daher nicht sehr hoch ist 
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PatentansprOche 

. 

1 . Zeilenadressen-Decodierungs- und -Auswahlschaltung fiir eine 
elektrisch loschbare und programmierbare , nichtfluchtige 
Speichervorrichtung mit Re-dundanz, die eIne Matrix aus 
Speicherelementen (TF) aufweist, die an der Schnittstelle von 
Spalten (BLa BL1) und Zeilen (WL0-WL15) der IVIatrix angeordnet 

sind, wobei die Schaltung folgendes aufweist: eine Vielzahl identi- 
seller Schaltungsbl6cl<e (PG0-PG16), deneh Adressensignale (AO- 

A3, A0N-A3N) zugefuhrt werden, und von denen Jeder ein jeweiliges 
Auswahlsignal (P0-P15) erzeugt. das durch eine bestimmte logische 
Konfiguration der Adressensighaie (A0-A3, A0N-A3N) fur die 
Auswalil einer bestimmten Zeile (WL0-WL15) der l\/1atrix al<tiviert 
wird, dadurch gel<ennzeichnet, daQ jeder der Schaltungsbldcke 
(PG0-PG15) auch ein Obertragsausgabesignal (CO0-CO15) erzeugt, 
das einem Qbertragseingabeeingang (CI0-CI15) eines folgenden 
Schaltungsblocks (PG0-PG15) zugefuhrt wird und dann aktivlert 
wird, wenn das jewellige Auswahlsignal (P0-P15) aktiviert wird, 
wobei ein erster Schaltungsblock (PGO) der Vielzahl von 
Schaltungsblocken (PG0-PG15) den jeweiligen Qbertragseinga- 
beeingang (CIO) mit einer Referenzspanhung (GND) verbunden hat, 
wobei jedem der Schaltungsblbcke (PG0-PG15) auch ein 
Steuersignal (E) zugefuhrt wird, das durch eine Steuerschaltung (6) 
der Speichen/orrichtung aktiviert wird, wenn wahrend einer Vor- 
Programmierungsoperatidn, die einem elektrischen Loschen der 



Speichervorrichtung vorangeht, eine defekte Zeile (WL0-WL15) 
adressiert wird. um die Aktivieaing des jeweiligen Auswahlsignals 
(P0-P15) des folgenden Schaltungsblocks zu ermoglichen. wenn 
sein Obertragseingabeeingang (Ci1-CI15) aktiviert ist, so dafi zwei 
benachbarte Zeiien (WL0-WL15) gleichzeitig ausgewahit werden. 

Zeiienadressen-Decodierungs- und -Auswahlschaltung nach 
Anspruch 1, wobei die Zeiien (WL0-WL15) in der. Matrix in Paketen 
(WLP0-WLP15) miteinander gruppiert sind, dadurch gekennzeichnet, 
da& die Vielzahl von Schaltungsbtocken (PG0-PG15) eine 
Decodterschaltung fQr Zeilenadressen eines ersten Pegels darstellt, 
der Zeilenadressensignale eines ersten Pegels (A0-A3, A0M-A3N) 
zugefOhrt wird und die eine Auswahleinrichtung fOr die Auswahl 
einer bestimmten Zeile (WL0-WL15) innerhalb jedes Pakets (WLPO- 
WLP15) treibt, und dadurch, daS sie weiterhin eine Decodierungs- 
und Auswahlschaltung fur Zeilenadressen eines zweiten Pegels (8) 
aufweist, der Zeilenadressensignale eines zweiten Pegels zugefuhrt 
werden und die Auswahlsignale eines zweiten Pegels (L0-L1 5) fur 
die Auswahl eines bestimmten Pakets (WLP0-WLP15) erzeugt. 

Zeilenadressen-Decodierungs- und -Auswahlschaltung nach 
Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet. da& jeder der 
Schaltungsbiacke (PG0-PG15) ein erstes logisches Gatter (3) 
aufweist, dem eine jeweilige Kombination von Signalen der 
Zeilenadressensignale eines ersten Pegels (A0-A3, A0N-A3N) 
zugefuhrt wird, wobei die Ausgabe des ersten logischen Gatters (3) 
aktiviert wird, wenn die Kombination von Signalen in einem 
bestimmten logischen Zustand ist, und einem ersten Eingang eines 
zweiten logischen Gatters (5) zugefuhrt wird, dessen zweitem 
Eingang die Ausgabe eines dritten logischen Gatters (4) zugefuhrt 
wird, das aktiviert wird, wenn sowohl das Steuersignal (E) als auch 



das jeweillge Obertragseingabesignal (CI0-CI15) aktiviert sind, 
wobei die Ausgabe des zweiten logischen Gatters (5) das 
Auswahlsignal (P0-P15) des Schaltungsblpcks (PG0-PG15) darstellt, 
wobei die Ausgabe des ersten logischen Gatters (3) auch das 
Ubertragsausgabesignai (CO0-CO15) des Schaltungsblocks (PGO- 
PG1 5) darstellt. 

Zeilenadressen-Decodierungs- • und -Auswahlschaltung nach 
Anspruch 2, dadurch gekennzeictiinet, daft der Decodierungs- und, --i 
Auswahlschaltung fOr Zeilenadresseri sh18s 25ieiiiri' 'Pc^iels (8) ein 
Sperrslgnal (DIS) zugefQhrt wird, das durch eine 
Redundanzschaltung (7) der Speichervorrichtung aktiviert wird, 
wenn gegenwartig eine defekte Zeile adressiert wird. um die 
Aktivierung der Auswahlsignale eines zweites Pegels (L0-L15) zu 
verhindern, wobei der Redundanzschaltung (7) das Steuersjgnal (E) 
zugefQhrt wird, was. ^af5n.> Vfemes aktiviert ist. die Aktivierung des 
Sperrsignals (DiS) verhindert. 
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